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【はじめに】 

 AlN は 6.3eV という直接遷移型半導体の中でも最も大きなバンドギャップを持つ半導体である

ことから紫外領域を含む短波長発光に適した材料である[1]。また、高い耐熱性と機械的強度、さ

らに高い絶縁破壊電界値と熱伝導率によりAlNは発光素子以外にもパワーデバイスへの応用も期

待されている。サファイア基板上に成膜した Al 薄膜を RTA 法を用いて NH3雰囲気中で窒化させ

ることにより AlN が形成されることが報告されている[2]。本研究の目的は、スパッタリング法で

成膜した Al 薄膜を NH3ガス中で直接窒化することにより、AlN 薄膜を形成することである。さら

に、得られた AlN 薄膜の膜質や成膜レートを既存の N2雰囲気中での Al の反応性スパッタリング

法による場合と比較・検討を行う。 

【実験方法】 

 RF マグネトロンスパッタリング法を用いて n-Si(111)基板上(3～5Ω･cm)に Al 薄膜を成膜した。

スパッタ成膜時間は 1～3min の間で変化させた。成膜後に電気管状炉を用いて Al 薄膜を HN3雰

囲気中で、600～900°C で熱処理を行うことで AlN 薄膜の形成を試みた。AlN 薄膜の XRD スペク

トル、抵抗値、光学バンドギャップ等を評価した。 

【実験結果】 

 900°C で NH3窒化させた AlN 薄膜の XRD スペクトルを Fig.1 に示す。スパッタ時間を短くする

ことで 38°、45°付近の Al(100)、Al(200)のピークが消え、使用した n-Si(111)のピークを除き 59°付

近の AlN(110)のピークのみとなった。膜表面の抵抗値は、スパッタ時間 5min では窒化前後で 1Ω

と殆ど変化がなかったが、3min 以下では窒化後に数 k～十数 kΩとなることを確認した。Fig.2 に

サファイア基板上にスパッタ時間 1min、窒化温度 900°C で形成した AlN 薄膜の透過スペクトルを

示す。直接遷移型の光学バンドギャップは、5.78eV と見積もられた。 
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Fig.1 XRD スペクトル測定結果 Fig.2 透過スペクトル測定結果 
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